
MEMORIA DB8CRIPT3 
para solicitar.

P A T B N T E D E I N V E N C I O N

en

E S P A B A 

por VEINTE años

a nombre de INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION, 

entidad norteamericana, establecida en 67, Broad Street, Nueva

York, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por:

"MEJORAS EÑ LAS LAMENAS DE RECTIFICADORES DE AREA 

"CENTRAL INACTIVA".

La presente invención se relaciona con rectificadores 
metálicos del tipo de láminas de setenio ideados para asarse en 
serie o paquste y en que el circuito  eléctrico  se establece me­
diante arandelas de contacto que se unen por presión con los sise 
trodos de las respectivas láminas* Objeto- importante de los pre­
sentes perfeccionamientos consiste en darles a las láminas de sá­
lenlo de loe rectificadores, mediante nuevo método da fabricación 
ana nueva estructura que en uso ofrezca importantes ventajas de 

funcionamiento que contribuyan en forme sensible e que duren más
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y que conserven su estabilidad despu.es de largos periodos de' ser­
vicio, y en particu lar vencer con mayor éxito ciertos inconvenien­
te s  de que adolecen estas láminas de selenio conforme construidas 
hasta la  feche.

Con arreglo a la  práctica actual,- loe elementos de que 
se tra ta  condónense da una lámina de base, comúnmente en forma de 
disco y que proporcione uno de los electrodos, con una de sus ce­
ras cubierta por una capa de eelenic que constituya conductor im­
perfecto y sobre la cual se aplica un revestimiento de aleación 
de material que constituya buen conductor de la  electricidad y 
que venga a formar el contraelectrodo, formándose entre el sele­
nio y e l revestimiento de aleación, de manera ya bien conocida, 
la capa de barrera destinada a producir rectificación eficaz.
Al armar las láminas en serie como se hace en la actualidad, se 
interponen entre ellas unas arandelas e lásticas de ocntecto,,arre­
gladas de modo de dar contra loe electrodos opuestos a efecto de 
establecer la  conexión e léc trica  entre e llos.

Una vez armados los conjuntos como dejamos dicho, se 
pre anta una condición inconveniente, h ija  de la? c a rac te rís ti­
cas peculiares de la  lámina de eelenic, per aquello d$ que en lo^ 
eléctrico  qu-da afectada por la  presión o susceptible a ésta,de 
ta l  modo que, el hacerse presión sobre su área activa, hay la 
tendencia de qu? se produzca aumento de la corriente contraria, s
con lo que la lámina sufre merma de sus valores d? rectificación.

*Si se disminuye la presión de contacto s efecto de reducir esta 
pérdida de rendimiento, 3 e reduce la  eficacia del contacto eléc­
trico , además de lo cual resu lta  inconveniente cuando se quiera 
poner a prueba de la  humedad el conjunto rectificador pintándolo
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con barniz protector que con poca presión tienda a penetrar en­
tre  las arandelas de contacto y los electrodos*

Si bien se han hecho esfuerzos por remediar los referí* 
dos inconvenientes, por ejemplo, como se indica en la patente 
norteamericana número 2+314.014, ¿el 16 de marzo de I 943, su* 
primlendo la  capa activa o de barrera en e l área de presión de 
las láminas, ta les esfuerzos no han logrado sino éxito parcial 
en ciertas estructuras, con la  condición de fuertes presiones 
de unión para conseguir buen contacto eléctrico , especialmente 
por motive de la tendencia que tienen a fracturarse la cape ais­
ladora y le  aleación del contraeleotrodo en la  región de la unión
entre el selenic- y el aislante como consecuencia de la  diferencia
que existe entre la  resistencia a. le compresión de los diversos 
m ateriales, la desigualdad del grueso qu$,rssulta de la  fabrica­
ción y le fa lta  de uniformidad de le  dilatación y contracción 
producidas por al calor el ponerse en. uro el aparato.

Loa presentes perfeccionamientos nos dan una estructu­
ra que emplee láminas de rectificador da forma perfeccionada en 
s i  para tener selenic y material de contraelectrodc que sean 
de grueso uniforme y de carácter homogáheo, esencialmente co­
extensivos con el área activa o dí te rre ra , como con sus áreas
de protección contra la  presión, pera conseguir mayor e s tab ili­
dad durante largos periodos de s-rv ic ic . Logremos seto emplean­
do como al< ctioc.o una lámina de base a une de cuyos lados apli­
camos la  cepa usual do polvo de selenic, conservando mientras tan­
to  tapada o cubierta una sección de contacto por pr-sióa, y lue­
go, tapando la  cape aplicada en primer término, completamos 1a. 
o apa sobre la sección de presión con polvo especial de sálenlo



que contenga como C#1 % de ta llo , Cometiéndolo a presión y calor* para que se ana a la  lámina, El empleo de asta  sálenle con con* 
tenido de ta l lo  y sin ningdn halógeno hace que esta  área cubier* 
ta  de sálenlo especial venga a ser un aislador, de modo qne en la 

5 porción protegida no hay:barrera o área de bloqueo sensible a 
la  presión. Proporcionamos asi une capa de sálenlo de grueso 
uniforme y de material homogéneo que se extiende tanto sobre el 
área aotive# como sobre el área protegida o aislada, y que luego 
rociamos con la  aleación constitutiva del ccntraelectrodo# como 

1 Q revestimiento de grueso uniforme y que venga a ser ccextensivo 
tanto con e l área activa, como con la  alelada, permitiendo así 
hacer contacto ccn loe electrodos mediante presión sin peligro 
de fractura ni de corto circuito y sin hacer presión sobre la ca* 
pa de barrera, las capas de material homogéneo y de grueso uni- 

s15 forme asi producidas vencen por completo loe inconvenientes ya 
 ̂ mencionados, ta les  como el peligro de agrietamiento como re su l­

tado de grueso dispar, dilatación desigual y diferente resisten­
cia. á la  compresión de loe materiales aisladores propuestos hasta 
la  fecha.

20 La lámina de rectificador perfeccionada y e l método de
construirla podrán comprenderse mejor consultando el adjunto di* 
bujo, en que aplicamos idénticas referencias a los elementos co­
rrespondientes de las diversas figuras# dibujo del cual:

La figura 1  constituye sección del disco constitutivo 
25 del electrodo de base# con disco de máscara oolooado provisional­

mente encima de 61 como primer paso de fabricación;
, La figura 2# sección similar# que ccn líneas continuas

enseha el electrodo de base# aplicado a éste la  capa oonductora
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imperfecta# de sálenlo# descubierta une sección anular de la be# 

se como resaltado de la máscara, y que con lineas de panto indi** 

da el paso subsiguiente de enmascarar el primer revestimiento de 

aelenio;

La figura 3$ sección del diseo, terminada ya la capa 

da sálenlo# que se compone de ana sección anular exterior, de 

sálenlo activo, y otra interior, de sálenlo aislador, que cana* 

tituye continuación da la primera;

La figura 4, sección similar, de la lámina de rectifi­

cador ya terminada, aplicada sobre la capa de eelenio la alaac^Sn 

constitutiva del contra&eotrodo;

La figura 5, v ista  de frente de la  lámina presentada 

en la  figura 4 ;

La figura 6, vista correspondiente a la presentada en 

la figura 4, pero que ense&a una modificación conveniente, segdn 

la cual la espade seleaio aislador es más grueso que la capa 

activa y la traslapa; y

La figura 7 secoión vertical de parte de un conjunto 

típico de elementos rectificadores*

Con arreglo a la realización preferida de la invención, 

segdn la presentamos, el electrodo de basé (1) t.oma forma de dis­

co de hierro plano oca abertura olrouler central (2) para reci­

bir el acostumbrado perno sujetador del conjunto de elementos) 

constituido por varias láminas, con arandelas elásticas de con­

tacto interpuestas pare establecer la conexión eléctrica en se­

rie de la manera ya conocida* Segdn se hace de acusrdo con el 

presente método perfeccionado, la eeccjón anular interior del 

electrodo de base, asi formado, se tapa provisionalmente oon ana



máscara (3) de forma anular y de diámetro preferiblemente un po­

co mayor que el de las arándolas de contacto eléctrico destina­

das a emplearse en oombinaoi&n coa él. Estando ya la máscara 

en la posición que indica la figura 1 , la capa de selenio activo 

 ̂ se le aplica en forma de polvo a la superficie de la lámina, co­

mo indica la referencia 4 en la figura 2, cubriendo una sección 

anular haoie afuera de la sección anular interior, protegida és­

ta por la máscara (3)+ á esta sección interior la llamaremos 

de aquí en adelante el "área de presión", por quedar sometida a 

10 la presión da las arandelas de contacto eléotrico al armarse f i ­

nalmente los elementos. La capa de .selenio activo (4) de que 

hemos hablado o empánese del eelenio ordinario que comdnmente se 

aplioa en forma de polvo. Después aplicamos al electrodo de ba­

se una capa continua de polvo de selenio especial, enmascarando

^15 para el efecto la capa de selenio activo, como enseñan las lineas 

de puntos da la figura 2 . La capa continua, compuesta de una

capa de selenio y otra de selenio especial, J sometemos luego 

a presión y calor para que se una a la lámin* de base (1) de la

20 _____   ̂ _ _____  rea

interior de presión (6), de igual grueso que la capa active y 

que es de eelenio especial con contenido de 0,01 % de tallo# 

como ya hemos dicho. Beta capa del área de presión, que con­

tiene tallo sin nt$gdn halógeno, hace que lacapa de eelenio de 

25 esta seoción interior venga a ser un aislador y en consecuencia 

área inactiva en lo que dice del efecto de bloqueo, por lo que 

, la presión que se haga sobre ella no afecta la rectificación,

ooea que permite hacer contacto por presión en esta seoción sin
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#*y&uioio de la buena marcha, evitándose en esa forma posible da* 

Ro al área de barrera. Conforme enseña la figura 4, la capa dew
aleación constitu tiva del contra&eotrodo (8) la aplicamos de la 
manera usual en forma de rocío de manera que venga a cubrir en 

5 esencia toda la sección de selenio activo y que sea de grueso 
uniforme, sometiéndose luego al procedimiento del caso pera la 
electroformaoién de la capa de barrera* Proporcionamos así 
una lámina de rectificador perfeccionada, en que les capas de 
selenio y del contraelectrodo son de igual grueso y en que la 

10 de selenio incluye una porción homogénea, o continuación del área 
activa, de carácter aislador y colocada de manera que reciba y 
aguante la presión de las arandelas de contacto eléctrico en área 
alejada de la  formación de barrera, con los apreciadles benefi­
cios ya descritos.

En la  figura 6 presentamos una modificación conveniente, 
segdn la cual la capa ce selenio ¿el "área de presión" (6 ') ,  de¡t propiedades aisladoras, se hace de mayor grueso que la circundan^ 
te  capa de '' -lanío aotivo y se aplica a la  lámina en forma que 
e l borde periférico  exterior del aislante venga a traslapar la 

20 cape activa* La referencia 10 Indice la  arandela d = contacto
eléctrico , cuya área de contacto es de diámetro ligeramente menor 
que e l del área del selenio aislador, el cual es de mayor grue­
so, evitándose asi esfuerce- da compresión en le unión del sele- 
nio 6 área del trealapamiento*

25 Esta so licitud , que corresponde a la  presentada el 13

de ju lio  de I 943, bajo el ndmero 494*457, en loe Estados Onidos 
, de América y íe acoge a loe beneficios óel articu lo  5 1  i  el vigen­

te  Estatuto de Propiedad Industrial*
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Los puntos de Invención propia y nueva que se presentan 
para que sean objeto de esta Patente de invención en .España por 
VEINTE anos, son los siguientes:

5 12 -  Mejores en las láminas de rectificadores de área
central inactiva, que incluye un elemento de rectificado r metá­
lico  que Comprenda una lámina metálica de base, une cape de he­
lenio que rev ista  en esencia totalmente una de las superficies 
de dicha lámina de base y comprenda una área activa que tenga 

10 una capa de barrera correlacionada con olla y una área de oontac*. 
to por presión que lleve incorporada en e lla  una proporción da 
ts l io  a efecto de producir propiedades aisladoras en e l área 
de contacto por presión para la  conexión eléctrica y una capa de 
contraelectrodc aplicada a la  eapa de eelenic, esencialmente con- 

15 forme descrito*
2* -  Mejoras en las láminas .de rectificadores de área 

central inactiva, que incluye un elemento-de rectificador metá­
lico  que comprenda une lámina metálica de base, una cepa de sá­
lenlo que rev ista  una. de las superficies d? la  lámina de base y 

20 -comprenda une área activa y otra mayor 1? contacto unida a ella 
, y a quense abada oierta proporción de ta l le  para que no sea con­

ductora de la  electricidad, y una cepa da aleación, que constltu**W
^  . -  8 -
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ya contraelectrodo, aplicada al sálenlo y que .̂. 3 : tienda sobre 
el área de contacto para permitir hacer contacto por presión con 
los sis ct.r odos, con protección a sus partes set ivas*

3* - Mejoras en las láminas d̂  rectificadores de área 
5 central inactiva, que incluye un sismante da rectificador'm etá­

lico que comprenda una lámina metálica de base, una cepa de se- 
lanio que rev ista  la superficie de le lámina y de grueso unifor­
me y un contraelectrodo aplicado s la superficie de le cape de 
selenio,. componiéndose dicha capa 3 s helenio de una área ac- 

10 tiva, que proporcione una capa de terrera, con el contraelectro­
do, y' de una área, aisladora, de contacto, que Esa continuación 
del área activa.

43 - Mejoras en las láminas de rectificadores,de área 
central inactiva, que incluye un elemento de rec tificad o r metá- 

**15 lico  que comprende una lámina metálica de bese, une capa ce se- 
 ̂ lanío que revista una de las superficies de le lámina y une ca­

pa de oontraelectrodc aplicada a la  superficie de le  capa de se- 
lenio, congeniándose dicha capa de selenio de une área ectiva, 
que proporcione une cepe de berrera, y de una área aisladora,

20 de oontactc y de mayor grueso, formada como parte integra de 
aquella*

5Í -  Mejoras en las lámina* de rectificadores de área 
central inactiva, que incluye un elemento de rec tificad o r metá­
lico que comprende una lámina metálica de bese, una capa^&e ee- 

25 lanio que rev is ta  una de las superficies de le lámina y una ca­
pa de contraelectroáo aplicada a la  superficie de la  capa de 

* selenio, componiéndose dicha cape de sálenlo de une área ectiva,
exterior, que proporcione una cape de barrera, y ge une járea ais**<

 ̂ —



ladora, interior, da oontacto y de mayor grueso, formada como

parte integra de aquella*

6 R -  Mejoras en las láminas de rectificadores de área

central inactiva, caracterizadas por el hecho de hacer elementos 

5  de rectificadores metálicos, del carácter descrito, que consis­

te en aplicar a una de las superficies de una lámina de base un

revestimiento de sálenlo mientras se mantenga tapada una sección 

de ella, de contacyo, luego aplicarle a dicha sección de contacto 

selenio que contenga tallo, pero ningún halógeno, y posteriormente 

10 aplicar una aleación'-de contraelectroóo sobre le sección activa 

* y la de contacto del revestimiento de selanlo y electrcfcrmer

15

una capar de barrera*
- Mejoras en las láminas de rectificadores de área 

central inactiva*
Tal y corno se ha descrito en la Menoría que anteoede# 

representado en el dibujo que se acompaRa y con loe fines que

se han especificado.
Esta Memoria consta de diez hojas escritas por una sola

oara* Msírn. 14^1944
P.'A*Atberia

*
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